Luminal

/4 Alta poténcia

\({;;)/ Aplicagcdo de tecnologia de bolacha de silicio
grandes 210 e a técnica de secionamento, com
empilhamento de barramentos multiplos e encap-
sulamento de modulos de alta densidade para
garantir a maior poténcia de saida dos modulos

/= Altafiabilidade

=) Aprovado na certificagdo de sal, amoniaco, areia e

\— % \ 9 \ .
po de terceiros, a aplicagdo da tecnologia de meio
célula garante melhores recursos resistentes a
pontos quentes e fendas ocultas e melhora a confi-
abilidade operacional

/= Alta geracdo de energia

“‘\/“ As células dopadas com galio reduzem a decadén-

~cia do primeiro ano e ano a ano, o design de
circuito otimizado reduz a perda de sombra e
aumenta a geracao de energia de médulos

/. Alta adaptabilidade

\‘ g \ . S
) Compativel com rastreadores convencionais, mod-

— ulos econdmicos para usinas de energia de grande
porte

A Solarspace Technology Co., Ltd., estabelecida em 2011, focando em
P&D, fabricagdo, venda e servicos dos produtos de Células e mddulos
solares de alta eficiéncia, destina-se ao fornecer aos clientes globais as
solucdes de produtos e servicos fotovoltaicos de altos valores "eficientes,

confidveis e sustentaveis".

*Para mais detalhes, consulte o Cartdo de Garantia de Qualidade ou entre em contacto com a
Solarspace Technology

SS9-66HS  650-670M

Médulo de meia célula de vidro Unico, PERC,
monocristalino de alta eficiéncia

670W 21,57%
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Certificacdo Abrangente de Produtos e Sistemas
°|[EC61215 *|[EC61730
|EC61701: Ensaio de pulverizagdo salina

*|EC62716: Ensaio de resisténcia ao amoénio e IEC60068: Ensaio de poeira
¢1S09001: 2015: Sistema de Gestdo da Qualidade

#1S014001: 2015: Sistema de Gestdo Ambiental

#1S045001:2018: Sistema de Gestdo em Salde e Seguranca Ocupacional
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Mddulo de meia célula de vidro Gnico, PERC, monocristalino de alta eficiéncia SS9-66HS 650-670M

Parametros elétricos (STC)

Modelo $S9-66HS-650M SS9-66HS-655M SS9-66HS-660M SS9-66HS-665M SS9-66HS-670M
Poténcia maxima (Pmax)[W] 650 655 660 665 670
Tensdo de circuito aberto (Voc)[V] 44,80 45,00 45,20 45,40 45,60
Tensdo operacional no ponto de

poténcia maxima (Vmp) [V] 37,80 38,00 38,20 38,40 38,60
Corrente de curto-circuito (Isc)[A] 18,47 18,52 18,56 18,60 18,63
Corrente operacional no ponto

de poténcia maxima (Imp) [A] 17,21 17,24 17,28 17,32 17,36
Eficiéncia de médulo [%] 20,92% 21,09% 21,25% 21,41% 21,57%

Irradidncia de 1000W/m?, temperatura de célula de 25°C, espectro de AM1,5G

Coeficiente de temperatura

Coeficiente de temperatura de corrente de
curto-circuito (Isc)

Coeficiente de temperatura de tensdo de

+0,050%/°C

circuito aberto (Voc) -0,260%/°C
Coeficiente de temperatura de poténcia o
maxima (Pmp) -0,340%/°C
Temperatura nominal de operagdo de o
célula solar 45+2°C

Parametros elétricos (NMOT)

Modelo $S9-66HS-650M SS9-66HS-655M SS9-66HS-660M SS9-66HS-665M SS9-66HS-670M
Poténcia maxima (Pmax)[W] 487 491 495 499 502
Tensdo de circuito aberto (Voc)[V] 42,70 42,90 43,00 43,20 43,40
Tensdo operacional no ponto de

poténcia méaxima (Vmp) [V] 35,60 35,80 36,00 36,20 36,40
Corrente de curto-circuito (Isc)[A] 14,86 14,89 14,93 14,96 15,01
Corrente operacional no ponto

de poténcia maxima (Imp) [A] 13,69 13,72 13,76 13,79 13,81

Irradidncia de 800W/m?, temperatura ambiente de 20°C, espectro de AM1,5G, velocidade do vento de 1m/s

Desenho de design (mm) Parametros mecanicos
) . Tipo de célula solar PERC Monocristalino(G12)
THHHHHHHH\H I HHHHHHHHHHH\HHH - aturosde | i Disposico de
aterramento
i i i o e célula solar 1320622
ANIMIRUATA AR A v h Tamanho de médulo 2384x1303x35mm
Ll I Furos de  Furosde
LI montagem C (10:1) montagem D (10:1) J
[T Peso de mdédulo 32,5kg
o i | o Pe Vidro Vidrorevestido temperado de 3.2mm
E LT AT e = = SSLE
,Snefffuﬁ;a?frvg?féfﬁ | Quadro Perfil de aluminio anodizado
4furosde Cabo 4mm? (IEC), 12AWG (UL) ]
. montagem ¢ 300mm (com conector) ou personalizado
il (. e Caixa de jungdo IP68, 3 diodos
HHHHH Corte de quadro longo(10:1)
LILIAIRRTRORTA Conector Compativel com MC4/MC4-EVO2
I I e 4
Informacdes de - ,
Unidade: mm embalagem 31 pegas/palete, 558 pegas/armario de 40
Curva de caracteristicas Parametros de aplicacao
Curva de corrente/poténcia- tensdo Curva de corrente e tensdo - . -
/p Tens&o maxima sistematica 1500V DC(IEC)
SS9-66HS-660M SS9-66HS-660M
44 Tolerancia de poténcia 0~+3%
. 1: Temperatura de operaco -40°C~+85°C
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l Especificagdo das Alteragdes aos Dados Técnicos e as Condigdes de Ensaio da Solarspace Technology Co., Ltd.,
so’arspace cujo direito de interpretacéo final é reservado pela Solarspace Technology Co., Ltd., www.solarspace.cn contact@solarspace.cn,
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